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DIODE-PENTODE with variable mutual conductance for
use as R.F., I.F. or A.F. amplifier

DIODE-PENTHODE & pente variable pour l'utilisation
comme gmplificatrice H.F., M.F. ou B.F.
DIODE-PENTODE mit veridnderlicher Steilheit zur Ver-
wendung als HF-, ZF- oder NF-Verstdrker

Heating: indireet by A.C. or D.C.;
parallel supply

alimentation en paralldle

Cag1 < 0,002 pF
Cgif < 0,05 p¥

Between diode and pentode sections
Entre les parties diode et penthode
Zwischen Dioden- und Pentodenteil

Cdg1l < 0,0015 pF
Cda < 0,15 pPF

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Ve = 6,3V

Heizung: indirekt durch Wechsel-oder Ir =0,24
Gleichstrom; Parallelspei-
sung
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm
] =
D i
g3 —fwmmn
A
i ! B
TT0
kst T max 22,
Base, culot, Sockel: Rimlock
Capacitances Pentode section Diode section
Capacités Partie penthode Partie diode
Kapazitdten Pentodenteil Diodenteil
Ca = 532 pP Cqa = 3,3pF
Cg1 = 4,1 pF Cqf < 0,02 pF
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Operating characteristics of the pentcde section as
R.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la parti- penthode
comme amplificatrice H.F. ou M.F.

Betriebsdaten des Pentodenteiles als HF- oder ZF-

Verstérker

Va=Vb = 250 v
Vg = 0 v
Rge = 110 kQ
Rk « = 310 Q
Vg1 = =2 * 43" v
Vg? = 85 - \'
Ia = 5 - mA
Ig2 - 1;5 - mA
S = 2000 20 wA/V
Ri = 1,4 >10 MQ
kg2gl = 16 -

Req = 1,5 - 3]

Operating characteristics of the pentode section as
resistance coupled A.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode
comme amplificatrice B.F. avec couplage & résistances
Betriebsdaten des Pentodenteiles als NF-Verstar-
ker mit Widerstandskopplung
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This valve can be used without special precautions
against microphonic effect in circuits in which the
input voltage Vi 2 10 mV for an output of 50 mW of
the output valve (Rgl = 1 MR)

Ce tube peut étre utilisé sans précautions spéciales
contre 1l'effet microphonique dans des circuits dont
la tension d'entrée Vi 2 10 mV pour une puissance de
50 mW du tube de sortie (Rgl = 1 MQ)

Diese RShre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi-
krophonie verwendet werden in Schaltungen die fiir eine
Eingangsspannung Vi 2 10 mV eine Leistung von 50 mW
der EndrShre ergeben (Rgl = 1 MQ)

A. Vb = 250 V;Ra =0,22 M; Rg2 = 0,82 M@;Rk = 1,5 ke

- ,
V| Ia | Ig2 ¥o | dpoy (%) | dyoy (B) | dpoe ()

(V) [ (mA)|(ma) (Vo=3Veff)(Vo:SVeff)(Vo=8Veff)
0[0,80(0,26|120 0,9 1,0 T2
5/0,65(0,20| 40 13 145 2,5

1010,5210,17| 23 143 1,6 2isiT

15|0,41]0,14| 16 155 2,0 352

20(0,31|0,11]| 11 1,8 2,7 5,5

B. Vb = 250 V; Ra = 0,1 M®; Rg2 = 0,39 MQ; Rk =680 @
=Vg| Ia | Ig2| Vo | diop (%) degy (%) diot (%)

Vi

(V)| (ma) | (mA) (Vo:BVeff)(Vo=5Veff)(Vo=8Veff)
0[1,52]0,53|100 0,8 0,9 1,0
5|1,20(0,40| 35 1,0 1,4 2,4

10|0,94(0,30| 20 1,2 2,0 30

15/0,70(0,23| 13 1,4 23 3,

20|0,52(0,17| 9 1,8 3,0 6,0
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Grenzdaten des Pentodenteiles

Va
Va
Wa
ngo

Vg2 (Ia € 2,5 mA)
Vg2 (Ia = 5 ma)
WgQ

Ix

Vg1 (Igy= +0,3uA)
Rg1

Rg3

Rgs

Vs

o

Grenzdaten des Diodenteiles

Vainv.
Ia
Idp
Ref
Vkf

D

Limiting values of the diode section
Caractéristiques limites de la partie diode

Timiting values of the pentode section
Caractéristiques limites de la partie penthode

maxXe
maX.
maxe.
maxX.
maxX.
mgX.
maxXe
maXe
max.
maxe
maxe.
maX.
maXe

maXe
maXe
maX.
maXe
maXe

550 V
300 V
2w
550 V
300 V
125 V
0,3 W
10 mA
=13 %
3 M
3 M
20 k@
100 V

B0V
0,8 mA

5 mA
20 kQ
100 V
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